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１．概要（Summary ）： 

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術

を応用したガスセンサは小型かつ低消費電力の特長

を有し、電池駆動式ガス警報器用のセンサとして実用

化が期待されている。MEMS ガスセンサはメンブレ

ン形状のマイクロヒーターで金属酸化物半導体を加

熱し、その抵抗変化により可燃性ガスなどを検知する。

センサの精度向上に不可欠な抵抗値ばらつきの小さ

い Ptヒーター電極の作製を試みた。 

 

 

２．実験（Experimental）： 

多元スパッタ装置を用いて Pt 薄膜を熱酸化膜付き

Siウェハ表面に成膜した後、レジスト塗布・現像装置

と両面マスクアライナーによりミアンダ形状のレジ

ストパターンを形成した。次いで電子サイクロトロン

共鳴イオンビーム加工装置を使用して Pt 薄膜をドラ

イエッチングしてヒーターパターンを作製した。残存

レジストはドライエッチング装置によりアッシング

除去した。試作した Pt 薄膜ヒーターの抵抗値はマニ

ュアルプローバと半導体パラメータアナライザで測

定した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

Pt 薄膜ヒーターの抵抗値のばらつきを４インチウ

ェハ面内で評価したところ、Fig. 1に示すように±3%

以内の良好な結果が得られた。使用したスパッタ装置

の膜厚分布とフォトリソ装置の精度が優れているこ

とが主因と考えられる。 

 

 

 

 

Fig. 1  Distribution of resistance in the Pt thin film 

heater  

 

４．その他・特記事項（Others）： 

今後、メンブレン形成と金属酸化物半導体膜の形成

を行い、センサ特性の改善効果についても評価する予

定である。 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 
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